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１．概要（Summary） 

PZT 単結晶薄膜を用いた高性能の超音波 MEMS デ

バイスを研究開発する。具体的には、PZT 単結晶薄膜に

適したデバイス設計を見出す。また、機械的な特性の評

価も行う。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
i 線ステッパ、レーザ描画装置、Vapor HF エッチング装

置、XRD 
【実験方法】 

SOI ウエハ上に、PZT 単結晶薄膜をスパッタ法によっ

てエピタキシャル成長させた。そして、PZT 部を島状もしく

は環状型にエッチングしたデバイスを試作し、その性能を

評価した。また、インデンテーション試験を行い、PZT 単

結晶薄膜の脆性を評価した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
良好な単結晶性を持つバッファ層を敷くことで、その上

にPZTをエピタキシャル成長させることに成功した。また、

従来の島状型デバイスと比較して、環状型デバイスの方

が、大きな振幅と高い共振周波数とを両立できる可能性

があることが示された。 
さらに、インデンテーション試験から PZT 単結晶薄膜

は、多結晶体と比較して低脆性であることが判明した。そ

のため、PZT のエッチング端面などを極力滑らかにしたり、

膜内のデブリをなくしたりして、応力集中箇所を徹底的に

排除ことが、高信頼性のデバイスを実現する上で重要で

あることがわかった。 
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